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(54) Spésob distenia povrchov polovodic¢ovych dosiek

Vyndlez sa tyka spdsobu C(istenia povrchov
polovodi¢ovych dosiek pred operdciami epitaxné-
ho rastu, difizie, fotolitografie a naparovania.

Pri vyrobe polovodi¢ovych prvkov diéd, tranzis-
tordv a integrovanych obvodov sa €istenie polovo-
di¢ovych dosiek kremika, germénia, gélia, arzeni-
du, atd. prevddza tak, Ze polovodi¢ové dosky sa
pred technologickymi operdciami epitaxného ras-
tu, difdzie, fotolitografie a naparovania Cistia,
umyvaji v réznych kyselindch a rozpustadlach ako
st toluén, trichléretylén, acetén, alkoholy a podob-
ne. V poslednych operéciach sa spravidla kond
umyvanie v teéicej deionizovanej vode za pouZitia
ultrazvuku, resp. prebubldvania vody dusikom
a v koneénom premyvani v teclicej deionizovanej
vode. Nakoniec sa polovodi¢ové dosky odstredujd,
resp. pred odstredenim sa polovodiové dosky
sprchuji deionizovanou vodou. Pri tychto Cistia-
cich procesoch sa nedosahuje poZadovana kvalita
&istoty povrchov polovodiovych dosiek, takZe na
nich zostdvaji vrstvy neZiadicich anorganickych
a organickych latok, ktoré negativne posobia pri
technologickych operaciach vyroby a tym zhorSuji
kvalitu statickych a dynamickych parametrov polo-
vodi¢ovych prvkov.

Uvedené nedostatky odstraiiuje spdsob Cistenia
podla vyndlezu, ktorého podstata je v tom, Ze

polovodidové dosky sa za posobenia pridu par
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deionizovanej vody, azeotropickych zmesi a inych
rozpustadiel otidaji frekvenciou 1 aZ 60 min~’,
pricom na zdver Cistenia sa frekvencia otdCania
zvy&i na 2000 aZ 6000 min™. '

Interakciou péar vody, azeotropickych zmesi
a rozpustadiel na povrchu polovodiCovych vrstiev
sa dosiahne vys§ieho Cistiaceho t¢inku na povrchu
polovodi¢ovych dosiek, o sa prejavi na zvySeni
kvalitativnych parametrov na jednotlivych techno-
logickych operdciach pri vyrobe diéd, tranzistorov
a integrovanych obvodov. :

Predmet vynélezu je opisany v prikladoch preve-
denia bez toho, aby sa iba na tieto priklady
vztahoval.

Priklad 1

Polovodi¢ové dosky sa umiestnia do technolo-
gického z4sobnika a podrobuji pdsobeniu zmesi
kyseliny sirovej a peroxidu vodika a dalej sa
premyji deionizovanou vodou. V dalsej operécii
sa leptaji v zriedenej kyseline fluorovodikovej
a potom sa premyji deionizovanou vodou. Potom
sa zasobnik uchyti do odstredivky, kde sa dosky pri
frekvencii otd¢ania 50 min~! vystavuji posobeniu
pridu par deionizovanej vody, dalej zmesi vody
a metylalkoholu, etylalkoholu izopropylalkoholu .
a nakoniec aceténu. Potom sa frekvencia odstredo-
vania zvy§i na 2000 min™'.
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Priklad2 vytvdraji sdvisly povlak oplachovadla, ktory sa

" Postupuje sa ako v priklade 1 s tym rozdielom, Ze odstraiiuje zvy$enim obrdtok odstredivky, pritom
namiesto aceténu sa pdsobi metylatylketénom viacndsobnym kondenzovanim par vody a rozpiis-

~ a obrétky sa z 20 min~! zvysia na 6000 min~'. tadiel sa dosiahne za odstredovania poZadovany

Kondenzované pary na polovodi€ovych doskdch é’isti@ci efekt.

PREDMET VYNALEZU

Spdsob distenia povrchov polovodi¢ovych do- ich otd¢ania frekvenciou 1 aZ 60 min~’, prifom na "
' siek vyznadujiici sa tym, Ze na povrch polovodiéo- ‘zaver Cistenia sa frekvencia otd¢ania zvy$i na 2000
- vych dosiek sa posobi priidom pér deionizovanej az 6000 min~',

* vogly, azeotropickych zmesi a inych rozpistadiel za
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